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TRABAJO DE LABORATORIO 

 
PRELIMINAR 
 
1. Reunión previa con el Profesor para revisar las normas de seguridad  más 
importantes, y cualquier aspecto relacionado con la práctica.   
2. Antes de montar los circuitos determine el valor óhmico y capacitivo de cada 
una  de las  resistencias y capacitancias usando el código de  colores o cualquier otro 
sistema y posteriormente usando el ohmímetro confirme el valor de las resistencias 
(USE ESTE ÚLTIMO VALOR PARA SUS VERIFICACIONES DE LABORATORIO). 
INCLUIR LOS CALCULOS REALIZADOS EN EL PRELABORATORIO. 
 

LISTA  DE COMPONENTES Y EQUIPOS  POR MESÓN 
 
1 OPAM uA741                                                   1  Capacitor electrolítico de 0.1 µF 
1  Transistor NMOS  BF170                 2  Capacitores electrolíticos de 100 µF 
1  Resistencia  de 2 KΩ                         
1  Resistencia  de 1M Ω                           Materiales adicionales: 
1  Resistencia  de 2M Ω            Conectores varios. 
1  Resistencia  de 51 Ω                              Generador de Señal AC 
1  Resistencia de 1.5 KΩ                 Protoboard 
1  Resistencia de 82 Ω                              Osciloscopio 
1  Resistencia de 10 Ω                                          Amperímetro  y 
1  Resistencia de 100 Ω                                        Voltímetro  AC - DC 
                             Herramientas menores 
 
1. Verificar el diseño y funcionamiento de una  etapa de amplificación 
Fuente común, para pequeña señal, con acoplamiento capacitivo,  
mediante mediciones y observaciones de voltaje y corriente en 
diferentes puntos de la etapa.  
 
1.a  Monte  el circuito de la figura 1, con  los componentes indicados  proceda a 
realizar las mediciones DC y AC,   y observaciones en osciloscopio. 
 

 

 
Figura 1 

Vin ≤ 10 sen 2πf t  mV;   1 KHz  ≤ f ≤  100KHz ;    Vcc = 12 V; Cs=Co ≥ 100 μF  Cerámica o 
electrolítico; Cin=0.1 μF; Ra =  1.5KΩ   y  Rb = 51Ω     ;   RG1= 2MΩ,   RG2= 1 MΩ ,   RD = 82 Ω,  
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RS = 10Ω;  RL= 100Ω,    
Anote en TABLA  1,  resultados DC obtenidos   
Anote en Tabla 2, resultados AC obtenidos 
 
OBSERVACIONES  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

 ID VD VS VGS VDS 
Valores 
Medidos 

     

Valores 
Calculados 

     

 
 

Tabla 1 Análisis DC 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Análisis AC 
 

 

2. Verificar el  funcionamiento del MOSFET, en la región de tríodo, 
como resistencia variable. 

 Vinp Vop Av = Vo/Vin 
Calculada 

Av = Vo/Vin 
Observada 

 
 

10 mV 
f = 500 Hz 

   

 10 mV 
f = 1K Hz 

   

 
 

10mV 
f = 10K Hz 

   

 10 mV 
f = 100K Hz 

   

 10 mV 
f = 500K Hz 

   

 10 mV 
f = 1M Hz 

   

Vip sin 
distorsión 
calculado 

 

Vip sin 
distorsión 
observado 
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2.a.  Monte el circuito de la figura 2, con  los componentes indicados  y proceda a 
realizar las mediciones DC. Para cada valor de VGG,  varíe VDD en el rango 
indicado y tome varias mediciones de VDS  e ID , para calcular varios valores de 
Rtriodo, anote sólo una medición para cada valor de VGG, como se indica en la 
tabla 3 y especifique si hay variaciones marcadas en los valores calculados de 
Rtriodo para un VGG dado. (RD = 2K Ω ,   RG  = 1 M Ω) 
 
 
 

 
 
  

Figura 2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 
 

 
OBSERVACIONES_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

VGG   VDD VDS 
Medido 

ID 
Medido 

RTriodo= VDS/ID 
Medido indirecto 

 
1V 

Trate 
cualquier V 

   

 
2V 

0<VDD< 0.5V    

 
3V 

0<VDD< 1V    

 
4V 

0<VDD< 2V    

 
5V 

 
0<VDD< 3V 

   

 
6V 

 
0<VDD< 4V
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
      
ANALISIS DE RESULTADOS                
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
  NOTAS IMPORTANTES: 

1. El documento del INFORME, será preparado y entregado al profesor, en la fecha que 
este indique (Un documento por grupo).   

2. Ordene el mesón de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
3. Firme la hoja de asistencia antes de salir. 


